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Abstract
The ttabricatiOn cOnditions of the electroluHlinescent ZnS:TbF3, ZnS:ErF9, and
ZnS,NdF3 thin tilms have been investigated. The effects of pre‐heating upon th
electroluminescent prOperties, and the relationship between crucible temperature
and depositiOn rate, have been studied.
The optimum fabrication conditions of the strong electrOIuminescent だilms
have been found to be as fOl10wsi crucible temperature tor ZnS Oだ 760～780日c,
crucible tempeFature for rare‐carth £lu ides o1 780～820℃,and ithe depOSitiOn
rate of 300A/min. These conditions were independent of the rare‐earth iO s
doped.
The EL emission spectra of the films have been related to known energy level
schemes of doped rare_earth ions. The external power e£Ficiency of 5×10S have
been Obtained.









低い3)が,同時蒸着によるとこの欠点が取り除かれ,高          2 実   験
濃度の希土類イオンの添加が可能になる。ZnS, 希土類   2,1 蒸着装置
フッ化物を独立した2個の蒸発源より蒸着するため,任  Fig.1に素子を製作するのに用いた蒸着装置を示
意の濃度のものが得られる。さらに発光中心となる希土  す。Zns粉末は,直径 10Hullの円筒型の石英るつぼに,
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Ta2 05   -1800A
β~Ta  ～5000A












iii)ベルジャ内を1×10 S torr程度に排気 し,
ZnS,希土類フッ化物を入れたるつぼのヒー 歩―を加熱
し,徐々 に温度を上げて試料内のガス出しを行なう。




























Fig。2 Structure of EL devices.
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Fig。3 The variatiOns Of crucible temperature,pressure and filni thickness during
evaporation,
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3種の希土類フッ化物,TbF3,ErF3,NdFっを用   iつ Znsの堆積速度の増加は,るつぼ温度が550～80
ぃてEL素子を作製した。Table lに,素子作製時  0℃の範囲で温度の増加にほぼ比例する。
の,ZnSおよび希土類フッ化物の量,るつば温度,蒸   iiつ 本実験では,ZnSの蒸着速度 300A/min。で,最
着速度,膜厚と,得られた素子から観察された発光色を  も強い発光を示す素子が得られた。
示す。 TbF3,ErF3,NdF3 のそれぞれについてほぼ   i⊃ TbF3,ErF3,NdF3についてほぼ同一の蒸着
同様の蒸着条件で良好な素子が得られ,希土類フッ化物  条件で良好な素子が得られた。
Table l Device description.
Evaporation
temperatu e(9o






















(a)zns:Tb3+      5D4→7F5
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